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摘要  在薄膜电致发光中采用有机聚合物MEH-PPV和无机半导体SiO2复合制成异质结发光器件，利用SiO2的加

速、倍增和离化的二次特性，实现了固态阴极射线发光。结构为ITO/SiO2/MEH-PPV/SiO2/Al的发光器件，其

电致发光光谱的显著特征是有两个发光谱带。光谱中除了波长较长(峰值为583 nm)的MEH-PPV的激子发光谱

外，还观察到了波长较短(峰值为403 nm)的蓝色发光谱，并且长短波的发光强度随着电压的不同而变化。电压
较低时，只有长波光发射。当电压较高时，只有短波光存在。这种有两个谱带的发光是固态阴极射线发光的独特
标志，它是一种全新的激发方式，引发出发光学中一些新而重要的问题。固态阴极射线发光理论的重要方面之一

就是SiO2的二次特性。文章研究了固态阴极射线发光动力学问题，高电场下SiO2二次特性及厚度对二次特性的

影响。  
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